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【手続補正書】
【提出日】令和3年5月28日(2021.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソース基板上に配置された複数の発光デバイス構造をターゲット基板にトランスファー
する装置であって、
　ビームアドレス指定可能なリリースプロセスを通して、前記ソース基板から前記複数の
発光デバイス構造の一部を分離するのに十分な光のパルスを放出することができるレーザ
ー源と、
　前記ソース基板がリリース可能に搭載されるスキャンヘッドであって、前記スキャンヘ
ッドが、前記スキャンヘッドに搭載された前記ソース基板の少なくとも一部に位置するス
キャンエリア内に前記レーザー源から放出された光のパルスを向けるための可動ミラーシ
ステムを含む、スキャンヘッドと、
　前記スキャンヘッドによって保持され、前記複数の発光デバイス構造を含む前記ソース
基板の少なくとも一部を、前記ターゲット基板の少なくとも一部に近接させて配置する、
垂直運動および制御デバイスと、
　前記ソース基板を保持する前記スキャンヘッドと、前記ターゲット基板との間で相対的
な移動を行うことができる支持および運動システムと、
　前記ソース基板上に配置された前記複数の発光デバイス構造に関する情報を含む性能確
認済みダイ（ＫＧＤ）コンピュータファイルの読み取りおよび更新が可能であり、前記ス
キャンヘッド及び前記ターゲット基板の相対的な移動を制御し、前記レーザー源を制御す
ることができる、コンピュータデバイスと、を備え、
　前記ビームアドレス指定可能なリリースプロセスは、前記複数の発光デバイス構造の一
部を、前記ターゲット基板上の所定位置へリリースさせる、装置。
【請求項２】
　前記発光デバイス構造は、中間的なリリース層を用いて前記ソース基板上に取り付けら
れる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記リリース層は酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）である、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ターゲット基板の少なくとも一部に近接させることは、前記ソース基板と前記ター
ゲット基板との間にギャップ媒体を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ギャップ媒体は、気体または真空を含む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記ギャップ媒体は液体を含む、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記ＫＧＤコンピュータファイルは、リリースされた発光デバイス構造の位置を用いて
更新され、
　前記可動ミラーシステムは、検流計ミラー又は第２の次元のメカニカルスキャンを有す
る１つの次元の回転式ポリゴンミラースキャナ、又は２つのスキャン次元の２次元レーザ
ースキャナを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記スキャンヘッドは、別のビームアドレス指定可能なリリースプロセスのために新し
いターゲットエリアにインデックス付けされる、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記ターゲット基板の少なくとも一部への前記近接は、前記ソース基板及び前記ターゲ
ット基板との実際の接触である、請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　光学デバイスを製造する方法であって、前記方法は、
　発光ダイオード構造、すなわち、ターゲット基板へのトランスファーのためにソース基
板上に配置された複数の発光デバイス構造とを準備することであって、前記発光デバイス
構造は、表面からアクセス可能な第１のコンタクト層、および前記発光デバイス構造上に
含まれる第２のコンタクト層を有し、前記発光デバイス構造は、リリースプロセスを用い
てリリースされ、縦型発光デバイス構造、または横型発光デバイス構造のいずれかから選
択されることが可能である、ことと、
　コンピュータデバイスを使用して、性能確認済みダイ（ＫＧＤ）コンピュータファイル
を読み取って更新して、リリースされることが可能な利用可能な前記発光デバイスに関す
る情報を含む前記リリースプロセスを指示することと、
　レーザー源を使用して、リリースプロセスを通して、前記ソース基板から前記発光デバ
イスを分離するのに十分な光のパルスを放出することと、
　前記ソース基板の少なくとも一部の上に配置されたスキャンエリアの少なくとも一部の
上の内部にレーザー光を導き、リリース用の個々の発光デバイスをアドレス指定すること
と、
　前記発光デバイス構造を含む前記ソース基板の少なくとも一部を、界面領域を介在させ
て前記ターゲット基板の少なくとも一部に近接させて配置することと、
　前記ソース基板を前記ターゲット基板に対して移動させることと、
　複数の発光デバイスをリリースして、前記ターゲット基板上の所定位置に前記複数の発
光デバイスを固定することと、を含む方法。
【請求項１１】
　前記複数の発光デバイスの各々が、１０ミクロン×１０ミクロンのサイズを有する、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　レーザー光が、前記複数の発光デバイスの各々のサイズよりも大きいスポットサイズを
有し、レーザーデバイスは、前記複数の発光デバイスの各々を選択的にリリースするプロ
ファイルを有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　レーザーパルスの繰り返しレートは、１００キロヘルツから８メガヘルツの間である、
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請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記レーザー光は、前記ソース基板の裏側を通って、前記複数の発光デバイスの各々の
中央領域に向かって導かれる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　リリースされた前記複数の発光デバイスの各々は、前記ターゲット基板にトランスファ
ーされる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ターゲット基板は、前記発光デバイスの各々について許容可能な空間位置の所定パ
ターンを有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記所定パターンは、アレイまたは他の空間構成のためである、請求項１６に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記空間位置の各々がフットプリントである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ターゲット基板は、ＫＧＤである複数の発光デバイスを含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項２０】
　前記発光デバイスの各々が、ガリウム含有材料を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項２１】
　電子デバイスを製造する方法であって、前記方法は、
　ターゲット基板へのトランスファーのためにソース基板上に配置された複数のセンサデ
バイス構造を準備することであって、前記センサデバイス構造は、表面からアクセス可能
な第１のコンタクト層、および、少なくとも、前記センサデバイス構造上に含まれる第２
のコンタクト層を有し、前記センサデバイス構造はリリースプロセスを用いてリリースさ
れることが可能である、ことと、
　コンピュータデバイスを使用して、性能確認済みダイ（ＫＧＤ）コンピュータファイル
を読み取って更新して、リリースされることが可能な利用可能な前記センサデバイスに関
する情報を含む前記リリースプロセスを指示することと、
　レーザー源を使用して、リリースプロセスを通して、前記ソース基板から前記センサデ
バイスを分離するのに十分な光のパルスを放出することと、
　前記ソース基板の少なくとも一部に配置されたスキャンエリアの内部にレーザー光を導
いて、リリース用の個々のセンサデバイスをアドレス指定することと、
　前記センサデバイス構造を含む前記ソース基板の少なくとも一部を、界面領域を介在さ
せて前記ターゲット基板の少なくとも一部に近接させて配置することと、
　前記ソース基板を前記ターゲット基板に対して移動させることと、
　複数のセンサデバイスをリリースして、前記ターゲット基板上の所定位置に前記複数の
センサデバイスを固定することと、を含む方法。
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